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Instruments

System ALD wyposazony jest w cztery linie ciekto —
gazowe oraz komore umozliwiajgcg nanoszenie warstw
na obiekty o wysokosci do 1 cm i srednicy do 15 cm

Zastosowania

ALD system equipped with four liquid-gas lines. Deposition
chamber allows to deposit thin films on a 1 cm high substrate
with maximum diameter of 15 cm.

Applications

Wytwarzanie cienkich powtok metalicznych i
tlenkowych, w szczegdlnosci warstw optycznych i
ochronnych na obiekty tréjwymiarowe oraz o
nieregularnych ksztattach. Metoda umozliwia kontrole
grubosci nanoszonej powtoki z doktadnoscia do
pojedynczych warstw atomowych. System TFS 200
pozwala na wytwarzanie warstw tlenkowych,
azotkowych, weglikowych, metalowych, siarczkowych,
fluorkowych, warstw biomateriatéw i polimerowych.
pozwala na domieszkowanie, nanolaminowanie oraz

wytwarzanie struktur mieszanych
|

Przyktadowe warstwy

Metal and oxides thin films manufacturing. Especially system
allows to produce optical and protective layers, especially on
a 3D object. ALD method allows deposit film with single atom
thickness accuracy. The TFS 200 is ideal for depositing, e.g.,
oxides, nitrides, carbides, metals, sulfides, fluorides,
biomaterials, polymers, doping, nanolaminates and mixed
structures.
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